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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設された複数
のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成
され、
　これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲー
ト信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を
介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電
界を発生せしめる対向電極とを備え、
　前記液晶表示部よりも広い面積を有する有機材料層からなる層間絶縁膜が少なくとも形
成され、
　前記層間絶縁膜の液晶側に、少なくとも前記画素電極あるいは対向電極が形成され、
　前記液晶表示部の周辺の各画素領域を表示に寄与しない領域として構成するとともに、
この寄与しない領域の画素領域の画素電極と対向電極は、一方向へ少なくとも一の屈曲部
を有して延在して形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　表示に寄与しない各画素領域の画素電極および対向電極のうち少なくとも一方の電極の
数を表示に寄与する各画素領域の対応する電極の数よりも多く形成していることを特徴と
する請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
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　前記表示に寄与しない各画素領域の画素電極は、前記スイッチング素子に接続されない
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設された複数
のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成
され、
　これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲー
ト信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を
介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電
界を発生せしめる対向電極とを備え、
　前記液晶表示部よりも広い面積を有する有機材料層からなる層間絶縁膜が少なくとも形
成され、
　この層間絶縁膜は前記液晶表示部を超えて形成される領域を有するとともに、当該液晶
表示部を越えた領域において、下層に形成される他の絶縁膜に散在される開口あるいは並
設される溝が形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設された複数
のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成
され、
　これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲー
ト信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を
介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電
界を発生せしめる対向電極とを備え、
　前記液晶表示部よりも広い面積を有する有機材料層からなる層間絶縁膜が少なくとも形
成され、
　この層間絶縁膜は前記液晶表示部を越えて形成されているとともに、この層間絶縁膜の
全周の端面を被って被覆層が形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
　液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設された複数
のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成
され、
　これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲー
ト信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を
介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電
界を発生せしめる対向電極とを備え、
　前記液晶表示部よりも広い面積を有する有機材料層からなる層間絶縁膜が少なくとも形
成され、
　この層間絶縁膜の上面に、前記画素電極および対向電極のうちいずれか一方の電極が形
成されているとともに、該層間絶縁膜の端面の少なくとも一部にそれを被って前記一方の
電極の材料からなる被覆層が形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基板の液晶側の面に、並設された複数
のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成
され、
　これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲー
ト信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を
介してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電
界を発生せしめる対向電極とを備え、
　前記液晶表示部よりも広い面積を有する有機材料層からなる層間絶縁膜が少なくとも形
成され、
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　前記液晶表示部の周辺の領域であって前記層間絶縁膜より下層に、少なくとも一の屈曲
部を有して延在する電極もしくは配線が形成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　前記電極もしくは配線の数が表示領域での単位面積当たりの数より多いことを特徴とす
る請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記電極もしくは配線は、前記対向電極に印加される電圧を供給する対向電圧信号線と
同層に形成されることを特徴とする請求項８に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は表示装置に係り、たとえば横電界方式と称される液晶表示装置等の表示装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
横電界方式と称される液晶表示装置は、液晶を介して対向配置される各基板の一方の基板
の液晶側の面の画素領域に画素電極とこの画素電極との間に電界を発生せしめる対向電極
とを備え、該電界のうち基板とほぼ平行な成分によって液晶を挙動させる構成となってい
る。
【０００３】
そして、このような構成をアクティブマトリクス型のものに適用させたものは、まず、前
記一方の基板の液晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれら各ゲート信号線と
交差するようにして並設された複数のドレイン信号線とで囲まれた各領域を前記画素領域
としている。
【０００４】
そして、これら各画素領域に、ゲート信号線からの走査信号によって作動する薄膜トラン
ジスタと、この薄膜トランジスタを介してドレイン信号線からの映像信号が供給される前
記画素電極と、該映像信号に対して基準となる信号が供給される前記対向電極とが備えら
れている。
【０００５】
ここで、画素電極と対向電極はそれぞれ一方向に延在する帯状のパターンとして形成され
、それら各電極は２個あるいはそれ以上の個数で形成して交互に配置させるのが通常であ
る。
また、このような構成において、対向電極をドレイン信号線をも被って形成される絶縁膜
の上面に形成させるとともに、該ドレイン信号線とその中心軸をほぼ一致させ該ドレイン
信号線の幅よりも大きな幅を有して該ドレイン信号線に沿って形成された構成のものも知
られている。
【０００６】
ドレイン信号線からの電気力線がその上方の対向電極に終端させやすくし、画素電極に終
端させるのを防止するためである。画素電極に該電気力線が終端するとそれがノイズとな
ってしまうからである。
そして、このような構成において、ドレイン信号線と対向電極の間の寄生容量を低減させ
るため、それらの間の層間絶縁膜として少なくも樹脂等の有機材料層を介在させたものも
知られている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、このような構成からなる液晶表示装置は、その製造工程において、前記有機材料
層がその端辺から剥がれが生じ易く、その剥がれが液晶表示部にまで至って表示不良の原
因を引き起こすことが指摘された。
この原因を追求した結果、次のことが判明した。すなわち、該有機材料層の上面に電極を
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形成する場合、その端面はレジストの現像液および剥離液、電極のエッチング液に晒され
ることになる。
これらの液体は、有機材料層の残渣を除去するためのものであり、特に現像液は未硬化の
有機材料層そのものを溶融する目的をもっており、さらに剥離液は役目を完了した有機材
料層によるホトレジストそのものを除去する目的をもっている。
したがって、これらの液体は有機膜に対し剥がれを生じせしめる性質をもっており、この
ことを前提として、その対策を講じなければならなくなった。
本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は有機材料層の剥が
れを回避した表示装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下のと
おりである。
手段１．
本発明による表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基
板の液晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設
した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲート
信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介
してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界
を発生せしめる対向電極とを備え、
前記液晶表示部のほぼ全域にわたって形成された有機材料層からなる層間絶縁膜が少なく
とも形成され、前記画素電極と対向電極は一方向へ少なくとも一の屈曲部を有して延在す
る帯状のパターンで形成されているとともに、
前記液晶表示部の周辺の各画素領域を表示に寄与しない領域として構成することを特徴と
するものである。
【０００９】
手段２．
本発明による表示装置は、たとえば、手段１の構成を前提とし、表示に寄与しない各画素
領域の画素電極および対向電極のうち少なくとも一方の電極の数を表示に寄与する各画素
領域の対応する電極の数よりも多く形成していることを特徴とするものである。
【００１０】
手段３．
本発明による表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基
板の液晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設
した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲート
信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介
してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界
を発生せしめる対向電極とを備え、
前記液晶表示部のほぼ全域にわたって形成された有機材料層からなる層間絶縁膜が少なく
とも形成され、
前記液晶表示部の周辺の各画素領域を表示に寄与しない領域として構成するとともに、こ
の画素領域の画素電極と対向電極は一方向へ少なくとも一の屈曲部を有して延在する帯状
のパターンで形成されていることを特徴とするものである。
【００１１】
手段４．
本発明による表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基
板の液晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設
した複数のドレイン信号線とが形成され、
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これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲート
信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介
してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界
を発生せしめる対向電極とを備え、
前記液晶表示部のほぼ全域にわたって形成された有機材料層からなる層間絶縁膜が少なく
とも形成され、
この層間絶縁膜は前記液晶表示部を超えて形成されているとともに、その下層に形成され
る他の絶縁膜に散在される開口あるいは並設される溝が形成されていることを特徴とする
ものである。
【００１２】
手段５．
本発明による表示装置は、たとえば、基板面に、並設された複数のゲート信号線とこれら
ゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を表示部とし、前記各画素領域に、ゲート信号
線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して
ドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極と蛍光材料層を介
して対向された対向電極とを備え、
互いに隣接する画素領域の各蛍光材料層を画するように形成された有機材料からなるバン
ク膜が形成されているとともに、
このバンク膜は前記表示部を越えて形成されているとともに、その下層に形成される他の
絶縁膜に散在される開口あるいは並設される溝が形成されていることを特徴とするもので
ある。
【００１３】
手段６．
本発明による表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基
板の液晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設
した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲート
信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介
してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界
を発生せしめる対向電極とを備え、
前記液晶表示部のほぼ全域にわたって形成された有機材料層からなる層間絶縁膜が少なく
とも形成され、
この層間絶縁膜は前記液晶表示部を越えて形成されているとともに、この越えた部分にて
開口が形成されていることを特徴とするものである。
【００１４】
手段７．
本発明による表示装置は、たとえば、基板面に、並設された複数のゲート信号線とこれら
ゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を表示部とし、前記各画素領域に、ゲート信号
線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して
ドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極と蛍光材料層を介
して対向された対向電極とを備え、
互いに隣接する画素領域の各蛍光材料層を画するように形成された有機材料からなるバン
ク膜が形成されているとともに、
このバンク膜は前記表示部を越えて形成されているとともに、この越えた部分にて開口が
形成されていることを特徴とするものである。
【００１５】
手段８．
本発明による表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基
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板の液晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設
した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲート
信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介
してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界
を発生せしめる対向電極とを備え、
前記液晶表示部のほぼ全域およびそれを越えて形成された有機材料層からなる層間絶縁膜
が少なくとも形成され、
この層間絶縁膜の端面の少なくとも一部にそれを被って被覆層が形成されていることを特
徴するものである。
【００１６】
手段９．
本発明による表示装置は、たとえば、基板面に、並設された複数のゲート信号線とこれら
ゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を表示部とし、前記各画素領域に、ゲート信号
線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して
ドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極と蛍光材料層を介
して対向された対向電極とを備え、
互いに隣接する画素領域の各蛍光材料層を画するように形成された有機材料からなるバン
ク膜が形成されているとともに、
このバンク膜は前記表示部を越えて形成されているとともに、その端面のすくなくとも一
部にそれを被って被覆層が形成されていることを特徴とするものである。
【００１７】
手段１０．
本発明による表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基
板の液晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設
した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲート
信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介
してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界
を発生せしめる対向電極とを備え、
前記液晶表示部のほぼ全域およびそれを越えて形成された有機材料層からなる層間絶縁膜
が少なくとも形成され、
この層間絶縁膜の上面に前記画素電極および対向電極のうちいずれか一方の電極が形成さ
れているとともに、該層間絶縁膜の端面の少なくとも一部にそれを被って前記一方の電極
の材料からなる被覆層が形成されていることを特徴するものである。
【００１８】
手段１１．
本発明による表示装置は、たとえば、基板面に、並設された複数のゲート信号線とこれら
ゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を表示部とし、前記各画素領域に、ゲート信号
線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介して
ドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極と蛍光材料層を介
して対向された対向電極とを備え、
互いに隣接する画素領域の各蛍光材料層を画するように形成された有機材料からなるバン
ク膜が形成されているとともに、
このバンク膜は前記表示部を越えて形成されているとともに、その端面のすくなくとも一
部にそれを被って前記対向電極の材料からなる被覆層が形成されていることを特徴とする
ものである。
【００１９】
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手段１２．
本発明による表示装置は、たとえば、液晶を介して対向配置される各基板のうち一方の基
板の液晶側の面に、並設された複数のゲート信号線とこれらゲート信号線と交差して並設
した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体を液晶表示部とし、前記各画素領域に、ゲート
信号線からの走査信号によって作動するスイッチング素子と、このスイッチング素子を介
してドレイン信号線からの映像信号が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界
を発生せしめる対向電極とを備え、
前記液晶表示部のほぼ全域にわたって形成された有機材料層からなる層間絶縁膜が少なく
とも形成され、
前記液晶表示部の周辺の領域に前記有機材料層より下層に少なくとも一の屈曲部を有して
延在する帯状のパターンを有する電極もしくは配線が形成されていることを特徴とするも
のである。
【００２０】
手段１３．
本発明による表示装置は、たとえば、手段１２の構成を前提として、前記電極もしくは配
線の数が表示領域での単位面積当たりの数より多いことを特徴とするものである。
【００２１】
手段１４．
本発明による表示装置は、たとえば、一つの基板上に並設された複数のゲート信号線とこ
れらゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体のほぼ全域にわたって形成された有機材料層か
らなる層間絶縁膜が少なくとも形成され、
前記有機材料層は前記画素領域の集合体の周辺まで延在するとともに、該周辺部に前記有
機材料層の下層に形成された少なくとも一の屈曲部を有して延在する帯状のパターンで形
成された電極もしくは配線を有することを特徴とするものである。
【００２２】
手段１５．
本発明による表示装置は、たとえば、一つの基板上に並設された複数のゲート信号線とこ
れらゲート信号線と交差して並設した複数のドレイン信号線とが形成され、
これら信号線で囲まれる画素領域の集合体のほぼ全域にわたって形成された有機材料層か
らなる層間絶縁膜が少なくとも形成され、
前記有機材料層は前記画素領域を超えて表示領域外の周辺部まで延在するとともに、該周
辺部は、前記有機材料層より下層に形成された電極もしくは配線間の距離が前記表示領域
のそれより短い領域を有することを特徴とするものである。
【００２３】
なお、上述した各手段の幾つかにおいて、ほぼ全域に渡って有機材料層を形成する場合の
“ほぼ”とは、スルーホール等の微細な有機材料層の非形成部分があっても、１画素に相
当する単位画素当たり面積比で８０％以上の領域に形成されていれば、全域に形成されて
いるのにほぼ等しい密着力を前記有機材料層が奏することができるという意味に解釈され
たい。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による表示装置の実施例を図面を用いて説明をする。
《全体の構成》
図２は本発明による表示装置の一実施例である液晶表示装置を示す全体平面図である。同
図は等価回路であるが、実際の幾何学的配置に対応させて描いている。
同図において、液晶を介して互いに対向配置される一対の透明基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２が
あり、該液晶は一方の透明基板ＳＵＢ１に対する他方の透明基板ＳＵＢ２の固定を兼ねる
シール材ＳＬによって封入されている。
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【００２５】
シール材ＳＬによって囲まれた前記一方の透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面には、そのｘ方
向に延在しｙ方向に並設されたゲート信号線ＧＬとｙ方向に延在しｘ方向に並設されたド
レイン信号線ＤＬとが形成されている。
各ゲート信号線ＧＬと各ドレイン信号線ＤＬとで囲まれた領域は画素領域を構成するとと
もに、これら各画素領域のマトリクス状の集合体は液晶表示部ＡＲを構成するようになっ
ている。
【００２６】
また、ｘ方向に並設される各画素領域のそれぞれにはそれら各画素領域内に走行された共
通の対向電圧信号線ＣＬが形成されている。この対向電圧信号線ＣＬは各画素領域の後述
する対向電極ＣＴに映像信号に対して基準となる電圧を供給するための信号線となるもの
である。
【００２７】
各画素領域には、その片側のゲート信号線ＧＬからの走査信号によって作動される薄膜ト
ランジスタＴＦＴと、この薄膜トランジスタＴＦＴを介して片側のドレイン信号線ＤＬか
らの映像信号が供給される画素電極ＰＸが形成されている。
この画素電極ＰＸは、他方の透明基板ＳＵＢ２の液晶側の面に各画素領域に共通に形成し
た（前記対向電圧信号線と接続された）対向電極ＣＴとの間に電界を発生させ、この電界
によって液晶の光透過率を制御させるようになっている。
【００２８】
前記ゲート信号線ＧＬのそれぞれの一端は前記シール材ＳＬを超えて延在され、その延在
端は垂直走査駆動回路Ｖの出力端子が接続される端子を構成するようになっている。また
、前記垂直走査駆動回路Ｖの入力端子は液晶表示パネルの外部に配置されたプリント基板
からの信号が入力されるようになっている。
垂直走査駆動回路Ｖは複数個の半導体装置からなり、互いに隣接する複数のゲート信号線
どおしがグループ化され、これら各グループ毎に一個の半導体装置があてがわれるように
なっている。
【００２９】
同様に、前記ドレイン信号線ＤＬのそれぞれの一端は前記シール材ＳＬを超えて延在され
、その延在端は映像信号駆動回路Ｈｅの出力端子が接続される端子を構成するようになっ
ている。また、前記映像信号駆動回路Ｈｅの入力端子は液晶表示パネルの外部に配置され
たプリント基板からの信号が入力されるようになっている。
この映像信号駆動回路Ｈｅも複数個の半導体装置からなり、互いに隣接する複数のドレイ
ン信号線どおしがグループ化され、これら各グループ毎に一個の半導体装置があてがわれ
るようになっている。
【００３０】
また、前記対向電圧信号線ＣＬは図中右側の端部で共通に接続され、その接続線はシール
材ＳＬを超えて延在され、その延在端において端子ＣＬＴを構成している。この端子ＣＬ
Ｔからは映像信号に対して基準となる電圧が供給されるようになっている。
前記各ゲート信号線ＧＬは、垂直走査回路Ｖからの走査信号によって、その一つが順次選
択されるようになっている。
また、前記各ドレイン信号線ＤＬのそれぞれには、映像信号駆動回路Ｈｅによって、前記
ゲート信号線ＧＬの選択のタイミングに合わせて映像信号が供給されるようになっている
。
【００３１】
なお、上述した実施例では、垂直走査駆動回路Ｖおよび映像信号駆動回路Ｈｅは透明基板
ＳＵＢ１に搭載された半導体装置を示したものであるが、たとえば透明基板ＳＵＢ１とプ
リント基板との間を跨って接続されるいわゆるテープキャリア方式の半導体装置であって
もよく、さらに、前記薄膜トランジスタＴＦＴの半導体層が多結晶シリコン（ｐ－Ｓｉ）
から構成される場合、透明基板ＳＵＢ１面に前記多結晶シリコンからなる半導体素子を配
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線層とともに形成されたものであってもよい。
【００３２】
なお、このように形成される液晶表示装置は、図２に対応して描かれた図３に示すように
、前記液晶表示部ＡＲの各周辺の各画素領域にいわゆるダミー画素として形成したダミー
液晶表示部ＤＡＲが形成されたものとなっている。
【００３３】
該ダミー画素は、その構成自体は他の画素と全く同様にして形成するにも拘わらず、表示
用として寄与させないものとするようにしている。このようにする理由は該ダミー画素と
隣接する他の画素における容量素子Ｃｓｔｇを該他の画素に隣接するさらに別な画素の容
量素子Ｃｓｔｇとその値を同様にするためである。
【００３４】
このことからすれば、該ダミー画素はゲート信号線ＧＬと平行に配列される部分にのみ設
ければ充分であるが、本実施例ではそれとは別にドレイン信号線ＤＬと平行に配列される
部分にも設けて、前述したダミー液晶表示部ＤＡＲを形成するようにしている。
【００３５】
《画素の構成》
図１は、前記ダミー画素とこのダミー画素に隣接する他の画素の一実施例を示す平面図で
ある。ここで、該ダミー画素はドレイン信号線ＤＬと平行に配列されるダミー画素のうち
の一つを示している。
また、図１のIV－IV線における断面図を図４に、Ｖ－Ｖ線における断面図を図５に示して
いる。
【００３６】
各図において、透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面に、まず、ｘ方向に延在しｙ方向に並設さ
れるゲート信号線ＧＬが形成されている。
これらゲート信号線ＧＬは後述のドレイン信号線ＤＬとともに矩形状の領域を囲むように
なっており、この領域を画素領域として構成するようになっている。
【００３７】
このようにゲート信号線ＧＬが形成された透明基板ＳＵＢ１の表面にはたとえばＳｉＮか
らなる絶縁膜ＧＩが該ゲート信号線ＧＬをも被って形成されている。
この絶縁膜ＧＩは、後述のドレイン信号線ＤＬの形成領域においては前記ゲート信号線Ｇ
Ｌに対する層間絶縁膜としての機能を、後述の薄膜トランジスタＴＦＴの形成領域におい
てはそのゲート絶縁膜としての機能を有するようになっている。
【００３８】
そして、この絶縁膜ＧＩの表面であって、前記ゲート信号線ＧＬの一部に重畳するように
してたとえばアモルファスＳｉからなる半導体層ＡＳが形成されている。
この半導体層ＡＳは、薄膜トランジスタＴＦＴのそれであって、その上面にドレイン電極
ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２を形成することにより、ゲート信号線の一部をゲート電極
とする逆スタガ構造のＭＩＳ（metal insulator semiconductor）型トランジスタを構成
することができる。
【００３９】
ここで、前記ドイレン電極ＳＤ１およびソース電極ＳＤ２はドレイン信号線ＤＬの形成の
際に同時に形成されるようになっている。
すなわち、ｙ方向に延在されｘ方向に並設されるドレイン信号線ＤＬが形成され、その一
部が前記半導体層ＡＳの上面にまで延在されてドレイン電極ＳＤ１が形成され、また、こ
のドレイン電極ＳＤ１と薄膜トランジスタＴＦＴのチャネル長分だけ離間されてソース電
極ＳＤ２が形成されている。
【００４０】
ここで、各ドレイン信号線ＤＬは、その延在方向に複数の屈曲部を有してジグザグ状に形
成されている。この実施例では、たとえばゲート信号線ＧＬの形成部、画素領域の中央部
、次のゲート信号線ＧＬの形成部にそれぞれ屈曲部が形成されている。
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【００４１】
また、前記ソース電極ＳＤ２は画素領域内に形成される画素電極ＰＸと一体に形成されて
いる。
すなわち、画素電極ＰＸは、その一方の端部が前記ソース電極ＳＤ２を兼ね、画素領域の
ほぼ中央部をｙ方向に延在した電極から構成されている。また、画素電極の中央部には屈
曲部が形成され、前記ドレイン信号線ＤＬの一部をそのままｘ方向にシフトさせたパター
ン形状として形成されている。
【００４２】
このように薄膜トランジスタＴＦＴ、ドイレン信号線ＤＬ、ドレイン電極ＳＤ１、ソース
電極ＳＤ２、および画素電極ＰＸが形成された透明基板ＳＵＢ１の表面には保護膜が形成
されている。この保護膜は前記薄膜トランジスタＴＦＴの液晶との直接の接触を回避する
膜で、該薄膜トランジスタＴＦＴの特性劣化を防止せんとするようになっている。
【００４３】
この保護膜はたとえばＳｉＮのような無機材料層からなる保護膜ＰＡＳと樹脂等の有機材
料層からなる保護膜ＯＰＡＳの順次積層体から構成されている。このように保護膜として
少なくとも有機材料層を用いているのは保護膜自体の誘電率を低減させることにある。
【００４４】
保護膜ＯＰＡＳの上面には対向電極ＣＴが形成されている。この対向電極ＣＴはｙ方向に
延在されｘ方向に並設された複数（図では２本）の電極群から構成され、かつ、これら各
電極は、平面的に観た場合、前記画素電極ＰＸを間にして位置付けるようになっている。
【００４５】
ここで、各対向電極ＣＴは、その中心軸がドレイン信号線ＤＬのそれに一致づけられて重
畳して形成されているとともに、該ドレイン信号線ＤＬの幅よりも大きな幅を有して形成
されている。
【００４６】
このようにドレイン信号線ＤＬの上方にて該ドレイン信号線ＤＬよりも幅の広い対向電極
ＣＴを形成することにより、該ドレイン信号線ＤＬからの電気力線が該対向電極ＣＴに終
端し画素電極ＰＸに終端することを回避できるという効果を奏する。ドレイン信号線ＤＬ
からの電気力線が画素電極ＰＸに終端した場合、それがノイズとなってしまうからである
。
【００４７】
この場合、対向電極ＣＴとドレイン信号線ＤＬとの間には誘電率の小さな保護膜ＯＰＡＳ
が介在されていることから、それらの間の寄生容量を小さくすることができるようになる
。
【００４８】
電極群からなる各対向電極ＣＴは、ゲート信号線ＧＬを充分に被って形成される同一の材
料からなる対向電圧信号線ＣＬと一体的に形成され、この対向電圧信号線ＣＬを介して基
準電圧が供給されるようになっている。
【００４９】
ゲート信号線ＧＬを充分に被って形成される対向電圧信号線ＣＬは、そのゲート信号線Ｇ
Ｌからはみ出した部分において、その下層に前記各画素電極ＰＸの他方の端部が位置づけ
られ、これにより、画素電極ＰＸと対向電圧信号線ＣＬとの間に保護膜ＰＡＳ、ＯＰＡＳ
を誘電体膜とする容量素子Ｃｓｔｇが形成されている。
この容量素子Ｃｓｔｇは、たとえば画素電極ＰＸに供給された映像信号を比較的長く蓄積
させる等の機能をもたせるようになっている。
【００５０】
そして、このように対向電極ＣＴが形成された透明基板ＳＵＢ１の上面には該対向電極Ｃ
Ｔをも被って配向膜（図示せず）が形成されている。この配向膜は液晶と直接に当接する
膜で、その表面に形成されたラビングによって該液晶の分子の初期配向方向を決定づける
ようになっている。
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【００５１】
このように構成された液晶表示装置は、たとえ保護膜ＯＰＡＳにおいてその端辺から剥が
れが生じるようなことがあっても、ダミー液晶表示部ＤＡＲの領域においてその剥がれの
進行を停止させることができ、該ダミー液晶表示部ＤＡＲ内の液晶表示部ＡＲにまで至る
ようなことを回避させることができる。
【００５２】
この場合、ダミー液晶表示部ＤＡＲにおけるドレイン信号線ＤＬ、対向電極ＣＴ、および
画素電極ＰＸの各パターンはジグザグ状に形成されているため、保護膜ＯＰＡＳの剥がれ
の力が緩和され、一括して広範囲にわたる剥がれを防止できる効果を奏する。
【００５３】
また、このような構成において、保護膜ＯＰＡＳの膜厚＞保護膜ＰＡＳの膜厚＞保護膜Ｐ
ＡＳ下の各電極の膜厚というような関係にあれば、保護膜下の電極の膜厚が保護膜の表面
に現れるため、接触面積の増大が図れるようになる。
このため、有機膜ＯＰＡＳの下層との密着性が向上し、剥がれを低減させることができる
。
【００５４】
実施例２．
図６は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図５に対応した図とな
っている。
図５の場合と比較して異なる構成は、保護膜として無機材料層からなる保護膜ＰＡＳを用
いず、有機材料層からなる保護膜ＯＰＡＳのみを用いていることにある。この場合でも同
様の効果があることはいうまでもない。
【００５５】
実施例３．
図７は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図５に対応した図とな
っている。
図５の場合と比較して異なる構成は、画素電極ＰＸを対向電極ＣＴと同様に保護膜ＯＰＡ
Ｓの上面に形成していることにある。
この場合、画素電極ＰＸと薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ２との接続は保護膜
ＯＰＡＳに形成したスルーホールを介してなされている。
この場合でも同様の効果があることはいうまでもない。
【００５６】
実施例４．
図８（ａ）は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図で、図１と対応した
図となっている。また、図８（ｂ）は図８（ａ）のｂ－ｂ線における断面図である。
図１の場合と比較して異なる構成は、ダミー液晶表示部ＤＡＲの各画素がダミー画素では
なく、単に保護膜ＯＰＡＳの剥がれ防止パターンとして形成され、そのパターンは画素に
酷似した構成となっている。
すなわち、液晶表示部ＡＲ、ＤＡＲにはｘ方向に並設される各画素に共通に対向電圧信号
線ＣＬがゲート信号線ＧＬと同層に形成され、この対向電圧信号線ＣＴは通常の画素（有
効表示領域の各画素）において保護膜ＯＰＡＳ、ＰＡＳを貫通するスルーホールＴＨを通
して対向電極ＣＴに接続されている。これにより、たとえば透光性の材料から形成される
対向電極ＣＴの全体的な電気抵抗値を低減させることができる。
一方、剥がれ防止パターンとして形成された液晶表示ＤＡＲの画素に酷似した部分におい
て、対向電圧信号線ＣＬにはそれと一体に対向電極ＣＴが形成されている。すなわち、こ
の部分には画素電極ＰＸに置き換えられて対向電極ＣＴが形成された構成となっている。
この場合においても、実施例１の場合と同様の効果を奏することができる。
また、このように構成した場合、防止パターンとして形成された液晶表示ＤＡＲの画素に
酷似した部分において、電圧差を大幅に低減でき、いわゆる電蝕等の発生を抑制できるよ
うになる。このことは、実使用状態で通電したことによる電蝕を原因とする保護膜ＯＰＡ
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Ｓの剥がれも同時に回避することができるようになる。
【００５７】
実施例５．
図９は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図８（ｂ）に対応する
図となっている。
図８（ｂ）と比較して異なる構成は、剥がれ防止パターンとして形成された液晶表示ＤＡ
Ｒの画素に酷似した部分において、対向電圧信号線ＣＬと一体に形成する対向電極ＣＴに
代えて保護膜ＯＰＡＳ上に形成された対向電極ＣＴとともにさらに別個の対向電極ＣＴを
形成していることにある。実施例４に示した効果と同様の効果が得られる。
【００５８】
実施例６．
図１０（ａ）は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示した断面図で、図８に対応
した図となっている。また、図１０（ｂ）は図１０（ａ）のｂ－ｂ線における断面図であ
る。
図８と比較して異なる構成は、剥がれ防止パターンとして形成された液晶表示ＤＡＲの画
素に酷似した部分において、対向電圧信号線ＣＬと一体に形成される対向電極ＣＴの数を
多数としたことにある。
これにより、保護膜ＯＰＡＳは前記対向電極ＣＴの各段差が生じている保護膜ＰＡＳ面に
形成されることになり、接着の強度が図れることになる。
【００５９】
実施例７．
図１１は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示した構成図で、図８に対応した図
となっている。
図８と比較して異なる構成は、剥がれ防止パターンとして形成された液晶表示ＤＡＲの画
素に酷似した部分において、絶縁膜ＧＩの上面にその下層の対向電極ＣＴと重畳するよう
にして材料層を形成していることにある。
ここで、この材料層はドレイン信号線ＤＬの形成の際に同時に形成されるもので、その形
成による凹凸の段差を保護膜ＰＡＳ面に顕在化させるために設けている。
このようにすることによって、保護膜ＯＰＡＳの端面からの剥がれをこの部分で止め、実
質的な液晶表示部ＡＲにまで至るのを回避することができるようになる。
【００６０】
実施例８．
図１２は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す説明図であり、液晶表示部ＡＲ
の右上の角の部分を示した平面図である。
これまでの各実施例では、実質的な液晶表示部ＡＲの各画素領域においても、ドレイン信
号線ＤＬ、画素電極ＰＸ、対向電極ＣＴがそれぞれジグザグ状に形成されていたものであ
るが、それらは直線状に形成されていてもよい。
ドレイン信号線ＤＬ、画素電極ＰＸ、対向電極ＣＴをジグザグ状にするのはダミー液晶表
示部ＤＡＲに相当する部分で充分であるからである。
【００６１】
実施例９．
図１３（ａ）は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す一部平面図である。また
、図１３（ａ）のｂ－ｂ線における断面図を図１３（ｂ）に示している。
各図は、実質的な液晶表示部ＡＲの周辺には、該実質的な液晶表示部ＡＲの各画素領域に
おけるパターンとほぼ同様のパターンは存在せず、代わりに、その部分の絶縁膜ＧＩに散
在されたあるいは並設された開口を形成している。この開口は穴状あるいは溝状の形状で
あってもよい。
このようにすることによって、前記絶縁膜ＧＩの表面に多数の凹凸を形成し、この上面に
形成される保護膜ＯＰＡＳの剥がれに対する接着力を強化せしめている。
【００６２】
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実施例１０．
図１４は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図１３（ｂ）に対応
した図となっている。
図１３（ｂ）と比較して異なる構成は、絶縁膜ＧＩの上面に保護膜ＰＡＳが形成され、こ
の保護膜ＰＡＳとともに絶縁膜ＧＩに散在されたあるいは並設された開口が形成されてい
ることにある。
このようにした場合にも、実施例９と同様の効果を奏する。
【００６３】
実施例１１．
図１５は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図１４に対応した図
となっている。
図１４と比較して異なる構成は、絶縁膜ＧＩ、保護膜ＰＡＳのいずれにも開口を形成する
ことはせずして、該絶縁膜ＧＩの表面に凹凸形成を目的として散在されたあるいは並設さ
れた多数の材料層を形成していることにある。
この実施例の場合、該材料層はたとえばドレイン信号線ＤＬを形成する際に同時に形成す
るようにしている。
図１６（ａ）ないし（ｆ）は、実施例１１に示した散在されたあるいは並設された多数の
材料層の具体的なパターンの一例を揚げたものである。
【００６４】
実施例１２．
図１７は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図１３と対応した図
となっている。
図１３と比較して異なる構成は、保護膜ＯＰＡＳ自体に開口を設けて該保護膜ＯＰＡＳの
剥がれを防止せんとするものである。
この場合、該開口は保護膜ＯＰＡＳの端辺から液晶表示部ＡＲ側へ複数設けられ、保護膜
ＯＰＡＳの端辺側の開口は液晶表示部ＡＲ側の開口よりも大きく形成されている。
このようにすることにより、保護膜ＯＰＡＳの一括剥がれを防止できる。この場合、前記
開口の大きさに上述のような変化をもたせているのは、保護膜ＯＰＡＳの剥がれの過程に
その剥がれに要する力に対応させているからである。
【００６５】
実施例１３．
図１８は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図１７と対応した図
となっている。
図１７と比較して異なる構成は、保護膜ＯＰＡＳに形成した開口の領域を該開口を被って
検査端子を形成していることにある。
ここで、検査端子とは、液晶表示装置の製造の過程でドレイン信号線ＤＬあるいはゲート
信号線ＧＬ等の断線等を検査するための端子で、液晶表示装置の完成の手前で該ドレイン
信号線ＤＬあるいはゲート信号線ＧＬ等と切断される場合も含まれる端子をいう。
このようにした場合、保護膜ＯＰＡＳに形成した開口から各種溶液が侵入して該保護膜Ｏ
ＰＡＳの剥がれを助長させるのを該検査端子の材料を被うことによって防止できる効果を
奏する。
【００６６】
実施例１４．
図１９（ａ）は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図である。また、図
１９（ｂ）は図１９（ａ）のｂ－ｂ線における断面図である。
この実施例では、実質的な液晶表示部ＡＲを囲む領域の一部に駆動回路を形成しているこ
とにある。この駆動回路は走査信号駆動回路Ｖあるいは映像信号駆動回路Ｈｅで、透明基
板ＳＵＢ１上に直接、すなわち薄膜トランジスタおよびそれらを接続させるための配線層
が形成された回路となっている。
前記薄膜トランジスタの半導体材料としてはポリシリコン、多結晶シリコン、連続粒界シ
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リコン、あるいはＣＧＳ等が用いられる。
これらの回路は保護膜ＯＰＡＳの下層に形成するようにすれば、該回路の表面に複雑な凹
凸が形成されていることから、該保護膜ＯＰＡＳの接着が向上しその剥がれを防止するこ
とができる。
【００６７】
実施例１５．
図２０は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図である。
同図はゲート信号線ＧＬが走査信号駆動回路Ｖに接続される部分を示すもので、隣接する
各ゲート信号線ＧＬの間隔に対して走査信号駆動回路Ｖの該各ゲート信号線ＧＬとの接続
がなされるバンプの間隔が小さいことから、該各ゲート信号線ＧＬが該走査信号駆動回路
Ｖへ収束する部分が存在する。
この実施例では、保護膜ＯＰＡＳの端辺が該各ゲート信号線ＧＬの収束する部分を横切る
ようにして配置させたことにある。
このようにした場合、ゲート信号線ＧＬの幾つかは保護膜ＯＰＡＳの端辺に対して斜めに
走行するようになり、これを理由として、該保護膜ＯＰＡＳが該端辺から剥がれ難い構成
とすることができる。
この実施例では、ゲート信号線ＧＬの走査信号駆動回路Ｖへの接続部分について説明した
ものであるが、ドレイン信号線ＤＬの映像信号駆動回路Ｈｅへの接続部分に関しても同様
の構成としてもよく、また、両者を併用するようにしてもよいことはもちろんである。
【００６８】
実施例１６．
図２１は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図である。同図は、保護膜
ＯＰＡＳの端辺を示したものであり、その端辺がたとえば凹凸のもの（ａ）、ジグザグの
もの（ｂ）、変形ジグザグのもの（ｃ）、ランダムのもの（ｄ）、曲線のもの（ｅ）等と
したものである。
このようにした場合でも、保護膜ＯＰＡＳの端辺からの剥がれを防止でき、それ単独とし
て形成してもよいし、また、上述した各実施例と併用して形成してもよい。
なお、図２１に示した繰り返しパターンの周期はそれを小さくする程その効果は大きくな
り、具体的には一画素から数画素程度を一周期とすることが望ましい。
【００６９】
実施例１７．
図２２は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図である。同図は保護膜Ｏ
ＰＡＳの端辺部を示したものである。
同図において、ゲート信号線ＧＬあるいはドレイン信号線ＤＬはアルミニュム（Ａｌ）あ
るいはそれを含む合金から構成され、それを被う無機膜（絶縁膜ＧＩ、あるいは絶縁膜Ｇ
Ｉと無機材料層からなる保護膜ＰＡＳの積層体）の上面に有機材料層からなる保護膜ＯＰ
ＡＳが形成されている。
そして、実質的に液晶表示部ＡＲとして機能する領域の周辺にて、前記無機膜にゲート信
号線ＧＬあるいはドレイン信号線ＤＬの一部を露出させる開口を形成するとともに、この
開口部が保護膜ＯＰＡＳに被われる構成としている。
このように構成した場合、無機膜の前記開口がされた領域のゲート信号線ＧＬあるいはド
レイン信号線ＤＬからいわゆるヒロックが発生し、このヒロックは保護膜ＯＰＡＳに至る
まで充分に成長する現象を発生させることができる。
これにより、保護膜ＯＰＡＳは該ヒロックによって剥がれ難く構成することができる。
【００７０】
実施例１８．
図２３は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図２２に対応した図
となっている。
図２２と比較して異なる構成は、アルミニュム（Ａｌ）あるいはそれを含む合金から構成
されるゲート信号線ＧＬあるいはドレイン信号線ＤＬは、それをヒロックから保護するた
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めの金属層に被われており、この金属層は実質的に液晶表示部ＡＲとして機能する領域の
周辺にて、前記無機膜とともに開口が形成されていることにある。
前記金属層はたとえばＭｏおよびこれを含む合金等で形成され、実質的に液晶表示部ＡＲ
として機能する領域にヒロックが発生するのを信頼性よく防止している。また、この金属
層は外部との接続抵抗の低減を図るようになる。
【００７１】
実施例１９．
図２４は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図２３に対応した図
となっている。
図２３と比較して異なる構成は、アルミニュム（Ａｌ）あるいはそれを含む合金から構成
されるゲート信号線ＧＬあるいはドレイン信号線ＤＬにおいて、その表面が陽極化成され
て酸化アルミニュウムが形成されている。
そして、実質的な液晶表示部ＡＲの領域の周辺部に、該酸化アルミニュウムが除去された
部分を有している。
ゲート信号線ＧＬあるいはドレイン信号線ＤＬを被う無機膜には前記酸化アルミニュウム
が除去された部分に開口が形成されておらず、また、この無機膜の上面には保護膜ＯＰＡ
Ｓが形成されている。
ゲート信号線ＧＬあるいはドレイン信号線ＤＬからは、前記酸化アルミニュウムが除去さ
れた部分を通して、無機膜を貫通して保護膜ＯＰＡＳに至るヒロックが形成され、これに
よって該保護膜ＯＰＡＳを剥がれ難くするようになっている。
【００７２】
実施例２０．
図２５は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図２４に対応した図
となっている。
図２４と比較して異なる構成は、ゲート信号線ＧＬあるいはドレイン信号線ＤＬの酸化ア
ルミニュウムが除去された部分に一致づけられて無機膜にも開口が形成されていることに
ある。
ヒロックの保護膜ＯＰＡＳへの成長を容易にし、より効果的となる構成としている。
【００７３】
実施例２１．
図２６（ａ）は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図である。また、図
２６（ｂ）は図２６（ａ）のｂ－ｂ線における断面図である。
同図は、液晶表示部ＡＲの右上の角の部分を示した平面図である。保護膜ＯＰＡＳの端面
にはその全周におよんでそれを被うようにして被覆層ＣＶＬが形成されている。
この被覆層ＣＶＬとしては、有機膜、無機膜、透明導電層、金属材料のいずれでもよい。
すなわち、剥がれが生じ易い保護膜ＯＰＡＳの端辺を該被覆層ＣＶＬによってカバーさせ
るようにしたものである。
【００７４】
実施例２２．
図２７は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図で、図２６（ａ）に対応
した図となっている。
図２６（ａ）と比較して異なる構成は、被覆層ＣＶＬは保護膜ＯＰＡＳの端辺に沿って断
続的に形成されていることにある。
このようにしても実施例２１の場合と同様の効果を奏する。
【００７５】
実施例２３．
図２８は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図で、図２６（ｂ）に対応
した図となっている。
図２６（ｂ）と比較して異なる構成は、保護膜ＯＰＡＳの端辺を被う被覆層ＣＶＬとして
導電層が用いられ、この場合の導電層は電極を形成する際に同時に形成するようにするこ
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とが好ましい。製造工数の増大をもたらさないとともに、電極のパターニングのための現
像液、洗浄液、エッチング液、レジスト剥離液のいずれからも保護膜ＯＰＡＳの端辺の側
壁面が接触しないように保護されるからである。
図２９（ａ）ないし（ｅ）は、電極を形成する際に同時に形成する前記導電層の形成の一
実施例を示す工程図である。図２９（ｃ）に示す工程で保護膜ＯＰＡＳの端面はレジスト
および電極層によりレジスト現像液から保護され、図２９（ｄ）に示す工程で保護膜ＯＰ
ＡＳの端面はレジストおよび電極層によりエッチング液から保護され、図２９（ｅ）に示
す工程で保護膜ＯＰＡＳの端面は電極層によりレジスト剥離液から保護されるようになる
。
【００７６】
実施例２４．
図３０は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図２８に対応した図
となっている。
図２８と比較して異なる構成は、保護膜ＯＰＡＳの端面を被う導電性材料は無機膜の下層
に形成される信号線（ゲート信号線ＧＬあるいはドレイン信号線ＤＬ）と電気的に接続さ
れて端子を構成するようになっている。
この端子はたとえば検査用の端子ＴＴとして機能させることができる。
なお、同図において、該端子と信号線の接続は前記無機膜に形成されたスルーホールを通
して行うようにしているが、たとえば図３１に示すように、保護膜ＯＰＡＳ、無機膜を貫
通させるスルーホールを通して接続させるようにしてもよいことはもちろんである。
【００７７】
実施例２５．
図３２は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す断面図で、図２６（ｂ）に対応
する図となっている。
図２６（ｂ）と比較して異なる構成は、保護膜ＯＰＡＳの端面の透明基板ＳＵＢ１の面に
対する角度θが１０°～８０°の範囲に設定されていることにある。
８０°より大きい場合、保護膜ＯＰＡＳの形成が不十分となりやすく、また断線が生じや
すくなるためである。さらに１０°より小さい場合、保護膜ＯＰＡＳの断面構造としての
上辺部と下辺部の距離が開きすぎ、該保護膜ＯＰＡＳの端面のめくり上がりが生じ易いか
らである。
なお、被覆層ＣＶＬとして検査用の電極を兼ねる場合、保護膜ＯＰＡＳの端面の透明基板
ＳＵＢ１の面に対する角度θは１０°～７０°の範囲に設定することが望ましい。検査時
に検査用の針を接触しやすくするためである。
また、図３３に示すように、被覆層ＣＶＬの保護膜ＯＰＡＳの下辺端部からのはみ出し量
Ｌは、１０μｍ以上とすることが望ましい。保護膜ＯＰＡＳの下辺端部の浮き上がり防止
のためである。
【００７８】
実施例２６．
図３４（ａ）は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す平面図であり、図３４（
ｂ）は、図３４（ａ）のｂ－ｂ線における断面図である。同図は、液晶表示部ＡＲの右上
の角の部分を示した平面図である。
また、各画素の構成は、図１に示したとほぼ同様となっており（この場合、ドレイン信号
線ＤＬ、画素電極ＰＸ、対向電極ＣＴは直線状となっていてもよい）、対向電極ＣＴが保
護膜ＯＰＡＳの上面に形成されている。
そして、保護膜ＯＰＡＳの端面を被う被覆層ＣＶＬは前記対向電極ＣＴをそのまま延在さ
せて形成させていることにある。
このようにした場合、保護膜ＯＰＡＳを被う被覆層ＣＶＬの面積は大幅に拡大し、該保護
膜ＯＰＡＳの剥がれを完全なほどに達成することができる。また、対向電極ＣＴに電圧を
供給する対向電圧信号線ＣＬをも兼ねることからその電気抵抗値を大幅に低減させること
ができる。



(17) JP 4197233 B2 2008.12.17

10

20

30

40

50

なお、実質的に液晶表示部ＡＲとなる領域の周辺にダミー液晶表示部ＤＡＲ等を形成する
場合、そのダミー液晶表示部ＤＡＲの各画素領域の保護膜ＯＰＡＳ上に形成された電極を
そのまま延在させて前記被覆層ＣＶＬを形成してもよいことはもちろんである。
【００７９】
実施例２７．
図３５ないし図３８は、それぞれ保護膜ＯＰＡＳの端辺を被う前記被覆層ＣＶＬの形成パ
ターンの各態様を示している。
図３５は保護膜ＯＰＡＳの端辺に沿って断続的に形成したもの、図３６は保護膜ＯＰＡＳ
の端辺のうちｙ方向に平行な端辺に形成したもの、図３７は保護膜ＯＰＡＳのｘ方向に平
行な端辺およびｙ方向に平行な端辺にそれぞれ独立に分離された状態で形成したもの、図
３７は保護膜ＯＰＡＳのｘ方向に平行な端辺およびｙ方向に平行な端辺に連続させた状態
で形成したものを示している。
なお、保護膜ＯＰＡＳの端辺を被う前記被覆層ＣＶＬの形成パターンの態様は上述のもの
に限定されないことはいうまでもない。
【００８０】
実施例２８．
図３９は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図３４に対応した図
となっている。
図３４と比較して異なる構成は、保護膜ＯＰＡＳの上面に形成される対向電極ＣＴの延在
部と検査用の端子ＴＴとで該保護膜ＯＰＡＳの端辺を被った構成としていることにある。
すなわち、検査用の端子ＴＴが形成される領域においては、対向電極ＣＴの延在部は該領
域を回避し、それ以外の領域にて該該保護膜ＯＰＡＳの端辺を被うようにしたものである
。
なお、このような構成は、必ずしも保護膜ＯＰＡＳの上面に電極等が形成されたものに限
定されることはなく、図４０に示すように、検査用の端子ＴＴとたとえば交互に配置させ
た別個の材料で保護膜ＯＰＡＳの端辺を被うように形成してもよい。
【００８１】
実施例２９．
図４１は、本発明による液晶表示装置の他の実施例を示す構成図で、図３９に対応した図
となっている。
図３９と比較して異なる構成は、シール材ＳＬの形成個所を明確にした部分であり、該シ
ール材ＳＬは保護膜ＯＰＡＳの端辺から透明基板ＳＵＢ１の端辺にかけて延在する被覆層
ＣＶＬに重畳するようにして形成されている。
被覆層ＣＶＬは該シール材ＳＬによって剥がれを防止でき、このことは該保護膜ＯＰＡＳ
の剥がれも信頼性よく防止できる。特に、製品として完成した以後においての振動、衝撃
への耐性が向上する。
同様の趣旨から、たとえば図４２に示すように、前記シール材ＳＬは保護膜ＯＰＡＳの端
辺に沿って形成されていても同様の効果を奏する。
【００８２】
実施例３０．
上述した各実施例は液晶表示装置について説明したものである。しかし、有機ＥＬ表示装
置においても基板面に上述したと同様なパターンでゲート信号線およびドレイン信号線が
形成され、また、表示面のほぼ全域に有機材料層が形成されていることから、これら有機
ＥＬ表示装置を含む他の表示装置にも適用できることはいうまでもない。
【００８３】
以下、有機ＥＬ表示装置の概略的な構成について説明する。
図４３は有機ＥＬ表示装置の一実施例を示す平面図である。また、図４４は図４３のIVIV
－IVIV線における断面図、図４５は図４３のIVＶ－IVＶ線における断面図、図４６は図４
３のIVVI－IVVI線における断面図である。
各図において、基板ＳＵＢの表面の各画素領域のたとえば左下の個所にｘ方向に延在する
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ポリシリコン層からなる半導体層ＰＳが形成されている。この半導体層ＰＳは薄膜トラン
ジスタＴＦＴの半導体層となるものである。
【００８４】
そして、この半導体層ＰＳをも被って該基板ＳＵＢの表面には絶縁膜ＧＩが形成されてい
る。この絶縁膜ＧＩは薄膜トランジスタＴＦＴの形成領域においてゲート絶縁膜として機
能するものである。
この絶縁膜ＧＩの表面にはそのｘ方向に延在しｙ方向に並設されるゲート信号線ＧＬが形
成されている。このゲート信号線ＧＬは後述のドレイン信号線ＤＬとで前記画素領域を画
するようにして形成される。
【００８５】
また、このゲート信号線ＧＬは、その一部において前記半導体層ＰＳのほぼ中央部を横切
るようにして延在される延在部が形成され、この延在部は薄膜トランジスタＴＦＴのゲー
ト電極ＧＴとして機能するようになっている。
なお、このゲート電極ＧＴの形成後にはそれをマスクとして不純物イオンが打ち込まれ、
該ゲート電極ＧＴの直下以外の領域の前記半導体層ＰＳの部分は低抵抗化されるようにな
っている。
【００８６】
ゲート信号線ＧＬ（ゲート電極ＧＴ）をも被って前記基板ＳＵＢの表面には絶縁膜ＩＮが
形成されている。この絶縁膜ＩＮは後述のドレイン信号線ＤＬの形成領域においてゲート
信号線ＧＬに対する層間絶縁膜としての機能を有する。
【００８７】
絶縁膜ＩＮの表面にはそのｙ方向に延在されｘ方向に並設されるドレイン信号線ＤＬが形
成されている。このドレイン信号線ＤＬの一部は前記半導体層ＰＳの一端部にまで延在さ
れ、絶縁膜ＩＮおよび絶縁膜ＧＩを貫通して予め形成されたスルーホールを通して該半導
体層ＰＳと接続されている。すなわち、ドレイン信号線ＤＬの前記延在部は薄膜トランジ
スタＴＦＴのドレイン電極ＳＤ１として機能する。
【００８８】
また、前記半導体層ＰＳの他端部には絶縁膜ＩＮおよび絶縁膜ＧＩを貫通して予め形成さ
れたスルーホールを通して接続されたソース電極ＳＤ２が形成され、このソース電極ＳＤ
２は後述の画素電極ＰＸと接続させるための延在部が形成されている。
【００８９】
そして、このようにドレイン信号線ＤＬ（ドレイン電極ＳＤ１）、ソース電極ＳＤ２が形
成された基板ＳＵＢの表面には絶縁膜ＩＬが形成されている。
この絶縁膜ＩＬの上面には、各画素領域の僅かな周辺を除く中央に画素電極ＰＸが形成さ
れ、この画素電極ＰＸは該絶縁膜ＩＬに形成したスルーホールを通して前記薄膜トランジ
スタＴＦＴのソース電極ＳＤ２と接続されている。
【００９０】
画素電極ＰＸの上面にはホール注入層ＨＰを介して発光材料層ＦＬＲが形成され、この発
光材料層ＦＬＲは隣接する他の画素領域の発光材料層と有機材料層からなるバンク膜ＢＮ
Ｋを介して画されている。
これら発光材料層ＦＬＲとバンク膜ＢＮＫの上面には各画素領域に共通な対向電極ＣＴが
形成され、この対向電極ＣＴの上面には保護膜ＰＳＶが形成されている。
【００９１】
画素電極ＰＸと対向電極ＣＴの間に介在された発光材料層ＦＬＲに電流が流れることによ
って、該発光材料層ＦＬＲが発光し、画素電極ＰＸおよび対向電極ＣＴのうち少なくとも
いずれか一方の電極をＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＴＺＯ等の透光性の導電材料で形成することに
より、該光を目視することができる。
【００９２】
このように構成された有機ＥＬ表示装置は、表示部に有機材料層を用いており、また、そ
の上面に導電膜を形成しなければならないことから、上述した液晶表示装置と事情が同じ
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で、同様の課題が生じている。
このことから、上述した各実施例はこの有機ＥＬ表示装置においても適用することができ
るようになる。
【００９３】
【発明の効果】
以上説明したことから明らかなように、本発明による表示装置によれば、有機材料層の剥
がれを回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による表示装置の画素の一実施例を示す平面図である。
【図２】　本発明による表示装置の一実施例を示す全体等価回路図である。
【図３】　本発明による表示装置の一実施例を示す全体平面図である。
【図４】　図１のIV－IV線における断面図である。
【図５】　図１のＶ－Ｖ線における断面図である。
【図６】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図７】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図８】　本発明による表示装置の画素の他の実施例を示す構成図である。
【図９】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図１０】　本発明による表示装置の画素の他の実施例を示す構成図である。
【図１１】　本発明による表示装置の画素の他の実施例を示す構成図である。
【図１２】　本発明による表示装置の画素の他の実施例を示す平面図である。
【図１３】　本発明による表示装置の他の実施例を示す構成図である。
【図１４】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図１５】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図１６】　本発明による表示装置の他の実施例を示す説明図である。
【図１７】　本発明による表示装置の他の実施例を示す構成図である。
【図１８】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図１９】　本発明による表示装置の他の実施例を示す構成図である。
【図２０】　本発明による表示装置の他の実施例を示す平面図である。
【図２１】　本発明による表示装置の他の実施例を示す説明図である。
【図２２】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図２３】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図２４】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図２５】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図２６】　本発明による表示装置の他の実施例を示す構成図である。
【図２７】　本発明による表示装置の他の実施例を示す平面図である。
【図２８】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図２９】　本発明による表示装置の製造方法の一実施例を示す平面図である。
【図３０】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図３１】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図３２】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図３３】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
【図３４】　本発明による表示装置の他の実施例を示す構成図である。
【図３５】　本発明による表示装置の他の実施例を示す平面図である。
【図３６】　本発明による表示装置の他の実施例を示す平面図である。
【図３７】　本発明による表示装置の他の実施例を示す平面図である。
【図３８】　本発明による表示装置の他の実施例を示す平面図である。
【図３９】　本発明による表示装置の他の実施例を示す構成図である。
【図４０】　本発明による表示装置の他の実施例を示す平面図である。
【図４１】　本発明による表示装置の他の実施例を示す構成図である。
【図４２】　本発明による表示装置の他の実施例を示す断面図である。
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【図４３】　本発明による表示装置の他の実施例を示す平面図である。
【図４４】　図４３のIVIV－IVIV線における断面図である。
【図４５】　図４３のIVＶ－IVＶ線における断面図である。
【図４６】　図４３のIVVI－IVVI線における断面図である。
【符号の説明】
ＳＵＢ…基板、ＧＬ…ゲート信号線、ＤＬ…ドレイン信号線、ＣＬ…対向電圧信号線、Ｔ
ＦＴ…薄膜トランジスタ、ＰＸ…画素電極、ＣＴ…対向電極、ＰＡＳ…保護膜（無機材料
層）、ＯＰＡＳ…保護膜（有機材料層）、ＡＲ…液晶表示部、ＤＡＲ…ダミー液晶表示部
、ＣＶＬ…被覆層、ＴＴ…検査用の端子、ＦＬＲ…発光材料層、ＢＮＫ…バンク膜。
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